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  ULN2001
三路达林顿晶体管阵列电路  

概述                                                                       引脚排列 

 
ULN2001 是高电压大电流达林顿晶体管  阵列。每款器件 

均由3个NPN达林顿对组成， 这些达林顿对具有高压输出，带 
有用于开关  感性负载的共阴极钳位二极管。 

单个达林顿对的集电极电流额定值为  500mA。将达林顿 
对并联可以提供更高的电  流。应用包括继电器驱动器、电锤 
驱动器、 打印机撞针驱动器、灯驱动器、显示驱动器、 线路 
驱动器和逻辑缓冲器。  

 
 主要特点                                                                                                                
  500mA 额定集电极电流(单路) 

  工作电压高(32V) 

  输入兼容TTL/CMOS逻辑信号 

  输入端口集成4K对地下拉电阻 

  广泛应用于继电器驱动 

 

电路原理图(单路)和逻辑图                                                                                              
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引脚说明 
 

引脚 

名称 NO. 
I/O 说明 

1B 1 

2B 2 

3B 3 

 

I 

 

通道 1 至 3 达林顿基极输入 

E 4 — 所有通道共享的共发射极（通常与地面相连） 

COM 5   
反激二极管的共阴极节点（用于感性负载） 

3C 6 

2C 7 

1C 8 

 

O 

 

通道 1 至 3 达林顿集电极输出 

 

极限参数（绝对最大额定值，若无其它规定，Tamb=25℃) 
 

参数 标识 值 

集电极-发射极电压 VCE 32V 

COM端电压 VCOM 50V 

输入电压 VI 30V 

单路集电极峰值电流 ICP 500mA 

输出钳位二极管正向峰值电流 IOK 500mA 

总发射极最大峰值电流 IET -1A 

SOP8 θJA 160℃/W 
封装热阻抗 

DIP8 θJA 100℃/W 

最高工作结温 TJ 150℃ 

焊接温度  260℃,10s 

储存温度范围 TSTG -65 to +150℃ 

注：1、最大功耗可按照下述关系计算 

PD=(TJ-TA)/θJA ； 

2、TJ 表示电路工作的结温温度，TA 表示电路工作的环境温度；
 

3、封装热阻的计算方法按照 JESD51-7。 

 
推荐工作条件（若无其它规定，Tamb=25℃) 

参数 符号 条件 最小值 最大值 单位 

输出端电压 VCE(SUS) 
 0 30 V 

输出电流 IOUT 持续输出，TA=+85℃  100 mA/ch 

输入电压 VIN 
 0 12 V 

输入电压（输出开启） VIN(ON) IOUT=400mA 2.8 12 V 

输入电压（输出关断） VIN(OFF) 
 0 0.7 V 
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钳位二极管反向电压 VR 
  50 V 

 
钳位二极管正向峰值电流 IF 

  350 mA 

工作温度范围 TA 
 -20 +85 ℃ 

工作结温 TJ 
 -40 +125 ℃ 

TA=+25℃  0.625  
SOP8 

 
PD 

TA=+85℃  0.25 

 
W 

TA=+25℃  1 

 
 

耗散功耗  
DIP8 

 
PD 

TA=+85℃  0.4 

 
W 

注：1、TA  表示电路工作的环境温度； 

2、电路功耗的计算方法为:PD=VCE(ON )1 ×IC1+ VCE(ON)2 ×IC2+ VCE(ON)3 ×IC3 + VIN1 ×IIN1+ VIN2 ×IIN2+ VIN3 ×IIN3； 

3、备注 2 中 VCE(ON)n  表示对应通道的导通压降，其中 n=1,2,3；ICn  表示对应通道的平均负载电流，其中 n=1,2,3； 

VINn  表示对应通道的信号输入高电平平均值，其中 n=1,2,3; IINn  表示对应通道的信号输入电流平均值，其中
 

n=1,2,3。 

 
电气特性（若无其它规定，Tamb=25℃) 

参数 测试图 测试条件 Min 典型值 Max 单位 

Ic=30mA  1.55 2 

Ic=60mA  1.66 2 

Ic=120mA  1.74 2.1 

Ic=240mA  1.85 2.2 

 
 
 

VCE=1.5V（输入不限流） 

Ic=350mA  2.35 2.4 

Ic=30mA  2.39 2.7 

Ic=60mA  2.44 2.74 

Ic=120mA  2.53 2.8 

Ic=240mA  2.7 2.93 

 
 
 

Ii=800uA（VCE ＜1.5V） 

Ic=350mA  2.95 3.08 

Ic=30mA  2.78 3.12 

Ic=60mA  2.8 3.17 

Ic=120mA  2.9 3.24 

Ic=240mA  3.09 3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIN(ON)导通状态输入电压 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图 2 

 
 
 

Ii=1mA（VCE＜1.5V） 

Ic=350mA  3.3 3.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

Ic=30mA  0.75  

Ic=60mA  0.8  

Ic=120mA  0.89  

Ic=240mA  1.15  

 
 

VCE(SAT)集电极- 
发射极饱和压降 

 
 
 

图 3 

 
 
 

Vi=2.4V（Ii＞800uA） 

Ic=350mA  1.46  

 
 
 

V 

Vi=12V  5.69   

II 输入电流 

 

图 2 

 

IC=60mA Vi=6V  2.67  

 

mA 
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Vi=4.5V  1.91  

 
 
   Vi=2.4V  0.81   

V₂钳位二极管正向压降 图5 Ip=350mA   
1.4 1.6 V 

Ie集电极关断漏电流 图1 V=50V  I₁=0    
50 uA 

Va集电极耐压 图1   
50 

  
V 

V钳位二极管反向耐压 图4   
50   

V 

I钳位二极管反向漏电流 图4 V₂=50V    
50 uA 

tr传输延迟低-高 图6 VL=12V RL=45 Ω 
  

0.15 1 uS 

tmr传输延迟高-低 图6 VL=12V RL=45 Ω   
0.15 1 uS 

 
参数测试图 

                       
 
 

 图1 Ix 测试电路                          图2 I₁ 以及Vra 测试电路 

 

                        
 

图3 V()    测试电路                             图4 I₂ 测试电路 
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图5 V,测试电路 
 
  

     
 

 
 
 
 

 图 6 传输延迟测试电路 

注：图6中电容负载为示波器探头寄生电容 

 
应用信息 
 

 

图7 ULN2001 应用线路图 
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ULN2001 应用不仅限于图7所示的应用线路图，特别是驱动电路负载可以是3个继电 器

，也可以是3个LED 发光二极管，也可以将2个输出并联为1路使用，具体应用视实际 情况

而定。 

ULN2001内置了4K对地下拉电阻，因此使用时不需要再外接下拉电阻。 

特别说明：在使用阻容降压电路为ULN2001 供电时，由于阻容降压电压无法阻止电网 上的

瞬态高压波动，必须在ULN2001 的 COM 端与地端就近接一个104电容，如图7所示。其 余应用

场合下，该电容不需要添加。 

 

封装机械数据 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILLIMETER
S 

INCHES 
DIM 

MIN MAX MIN MAX 
 9.4 10.16 0.370 0.40 

B 6.10 6.60 0.240 0.260 
 3.94 4.45 0.155 0.175 
 0.38 0.51 0.015 0.020 
 .02 1.78 0.040 0.070 
 2.54 BSC 0.100 BSC 
 0.76 1.27 0.030 0.050 
 0.20 0.30 0.008 0.012 
 2.92 3.43 0.115 0.135 
 7.62 BSC 0.300BSC 
  10  10 
 0.76 1.01 0.030 0.040 

MILLIMETERS 
INCHES 

DIM 
MIN MAX MIN MAX 

A 4.80 5.00 0.189 0.197 
B 3.80 4.00 0.150 0.157 
C 1.35 1.7E 0.053 0.069 
D 0.33 0.5 0.013 0.020 
G 1.2 3SC 0.050 BSC 
H 0.10 0.25 0.004 0.010 

 0.19 0.21 0.007 0.010 
 0.40 .27 0.016  

M 0 8 0  
N 0.25 0.50 0.010  

S 5.80 6.20 0.228 0.244 
中 0.25 (0.010)⑩ Z Y⑤ X⑤ 


